Electrénica 2 Examen — 29/07/2016

Examen de Electronica 2
29/07/2016

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracion de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1: (35 puntos)

Para el circuito de la Figura calcule:
a) Polarizacion de todos los transistores.
b) Ganancia a frecuencias medias Vout/Vin.
c) Frecuencia de corte superior.

Datos:
Q1,Q2 : C,=4pF, C;x=20pF, fr@ioma=300MHz, =200, VBEQ1 = VEBQ2 = 0.7V, VCC =-VEE = 15V,
V=, los capacitores Cd se podran considerar infinitos.
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Problema 2: (40 puntos)

En el oscilador de la figura, Rf es una resistencia de valor muy alto que permite polarizar el gate de
M1 y que se supondré infinita a los efectos de la sefial. Los transistores se supondran con tension de
Early infinita y la amplitud de la sefal tal que el transistor opera en pequena sefial.
El bloque C implementa el control de amplitud del oscilador y se supondrd no toma corriente. El
cristal se modela con una impedancia R+jX.
a) Determinar la frecuencia y condicién de oscilacion en funcion de la salida del bloque de
control Ibias.
b) Si el cristal utilizado tiene el siguientes modelo: rserie=100Q2, L=520mHy,
Cserie=0.012pF, Cparalelo = 4pF, indicar en que rango de frecuencias se encontrara la
frecuencia de oscilacion.
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El bloque de control C genera una corriente Ibias a su salida igual a:

Ibias = K1*Vgp+K2, siendo Vgp la amplitud de pico de la componente de sefial en el gate del
transistor.

¢) /Qué signo debe tener K1 y que condicion debe cumplir K2 para que el oscilador arranque
y el control de amplitud funcione correctamente? Fundamente.

d) Determine la amplitud de la oscilacion V1p que tendra el oscilador en funcion del resto de
los parametros del sistema.
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Pregunta : (25 puntos

a)

b)

Para la etapa de potencia de la Fig. 1, determinar la maxima eficiencia que seria posible
alcanzar para una sefal de entrada sinusoidal, indicando bajo que condiciones se alcanzaria
esta eficiencia maxima.
En el caso particular en que VCC = 5V, lo=1A, RL =4 Q, Vopico = 2V, VBE para todos los
transistores es 0.8V y el nivel de continua en VIN es 0.8V, determinar, la potencia entregada
a la carga, el rendimiento y la potencia disipada por cada uno de los transistores Q1, Q2, Q3.
Se implementa el circuito con transistores TIP 41, de los que se adjuntan datos y se
considerard que la tension base-emisor es de 0.8V. Se desea que el circuito opere con una
temperatura ambiente maxima de 45°C y se esta en las condiciones de la parte b).
1) Indicar para cada transistor si se requiere utilizar un disipador, explicando claramente
porqué si o porqué no y que datos de la hoja de datos utiliza para deducir esto.
i1) Para los transistores que se requiera utilizar un disipador, se desea utilizar el mismo
para todos. Determinar que condicion debe cumplir su resistencia térmica disipador —
ambiente si se monta de modo que la resistencia térmica disipador — carcaza del
dispositivo (“case”) es 0.5°C/W.

NOTA: Se despreciara en todo el problema la potencia disipada debido a las corrientes de base de los
transistores.
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Complementary Silicon Plastic

Power Transistors

designed for use in general purpose amplifier and switching applications

= Caollector—Emitter Saturation Vollage —

VioErsat) = 1.5 Vido (Max) @ I = 8.0 Adc

» Caollecior—Emitter Sustaining Voltage —
VioED(sus) = 80 Vdo (Min) — TIP414, TIP424
=80 Vdc (Min) — TIP418. TIF428

=100 Vdc (Min} — TIPS, TIP42C

High Current Gain — Bandwidth Product

fT = 3.0 MHz (Min) & iz = 500 mAdc

Compact TO-220 A8 Package

SMAXIMUM RATINGS
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Fig. 1

Tegia | TIPaE | TIP4IC
Rating Symbol | TIPL24 | TIPLZE | TIP42C | winit
Collecior-Emitiar Wolizge VoED &1 &1 100 Vdc
Collecior—Ease Wollage Yiep &1 &1 100 Vo
Emittar-Base Wokags VER 500 do
Collegior Curnen: — Continuous Ic ] A
FPeak 10
Base Cument 8 2.0 Adc
Total Power Dissipation o
@Tg=257C &5 Watls
Derate above 25°C 053 wWiC
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& Ta = 25°C 21 Watls
Derate above 25°C 1016 wWiEC
Unclamped Induciive Load Energy (1) E B2.5 m.
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THERMAL CHARACTERISTICS
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Thermal Raslstances, Junciion o Amolent Fada G62.5 "SI
Thermal Reslstance, Junction 1o Case Faae 1.02 "CAN

{1} lo =254 L=20mH, PAE =10 HE, Vo = 10 W, Rge = 100 62
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“Motorala Prelemmed Device
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